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１．概要（Summary） 

MEMSデバイスの設計・試作・評価の一連の開発工程

を体験できる実習コースを受講し、櫛歯型キャパシターと

梁型バネで保持された振動子からなる静電容量型加速

度センサーの製作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、両面マスクアライナー、厚膜

フォトレジスト用スピンコーティング装置、レジスト現像装

置、ウエハスピン洗浄装置、電子線蒸着装置、深掘りドラ

イエッチング装置(6”)、シリコン酸化膜犠牲層ドライエッ

チングシステム、レーザダイシング装置、ウェッジワイヤボ

ンダ 

【実験方法】 

デバイス設計を CAD で行い、レーザー直接描画装置

で 7 インチマスクブランクス上に描画を行い、現像・エッチ

ングを行うことでデバイス試作に用いるマスクを作製した。

デバイス作製の基板にはデバイス層 20 m、Box 層 2 

mの SOIウエハ(6”)を用い、蒸着・エッチングによるAl

電極の作製、Si深掘りエッチング・Box層の気相エッチン

グでMEMSセンサー構造の作製を行った。3 x 4 mmの

サイズにダイシングしたチップを、評価ボード上に実装し

て加速度センサーの動作確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

振動子のバネ部分、キャパシター部分の最小寸法を

CAD で 3 m として設計を行った。デバイス微細加工プ

ロセスの最終段階である Box 層の気相エッチングを行っ

た後の光学顕微鏡(赤外線透過)像をFig. 1に示す。バネ

部分およびキャパシター部分のマイクロ構造が設計通り

できており、振動子の基板からのリリースも確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 IR transmission microscope image of MEMS 

capacitive accelerometer. 

チップ実装後のセンサーの動作の確認を行った。まず、

無負荷状態(デバイス面平行方向の加速度 0 G)でデバイ

スを動作させると、左右の静電容量の差動値は-16.2 fF

であった。実際に±1 G が加速度の負荷をかけると、-1.5 

fF、-32.8 fF の出力が得られた。この結果は、CAD デー

タを基にしたシミュレーションでの結果とほぼ一致し、

15.7 fF/G の感度で動作する加速度センサーの開発体

験ができた。 
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